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청

청 항 1 

삭

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

하  학식 1   갖는 수  합물; 

하  학식 4   갖는 수  합물; 

하  학식 5   갖는 수  합물  포함하는 OLED  물.

[ 학식 1]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, Ar1  Ar2는 아릴 또

는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)
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[ 학식 4]

(e  g는 독립  1 내지 4  수, f는 1 또는 2  수, Ar3  Ar4는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar3 

Ar4는 동 하거나 상 하다.)

[ 학식 5]

(m, n, p, q, r  s는 독립  1 내지 4  수 다.)

청 항 6 

삭

청 항 7 

5항  OLED  물  층에 포함하는 계 . 

 

 술  야

본   OLED  수  합물,  OLED  물    층에  포함하는  계 에  한[0001]

것 , 보다 상 하게는 합물  마 크 웨   하여 직  수  치 함  

  수  향상시킬 수 는 OLED 수  합물   층에 포함하는 계 에 

한 것 다.

 경  술

평  시 는 근 들어  보 고 는  심  고도  상 보  사  지탱하는 매[0003]

우 한 역할  수행하고 다. 특히, 체  압 동  가능한 다 드(OLED)는 평

시  주  액 스플 (liquid crystal display, LCD)에 해 시야각,  등  우수하고, 라
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트가 필 하여 경량   가능하 ,  측 에 도 리한  가진다. 또한 답 도가 

, 색 재  가 어 차  시  주  고 다.

, 다 드는 극  루어진 양극(anode), 역  포함하는 막  [0004]

극(cathode)  순  리  에 다. , 막  층(emitting layer, EML), 공 주 층

(hole  injection  layer,  HIL),  공 수 층(hole  transport  layer,  HTL),   수 층(electron  transport

layer, ETL)   주 층(electron injection layer, EIL)  포함할 수 , 층  특 상 

차단층(electron blocking layer, EBL) 또는 공차단층(hole blocking layer, HBL)  가  포함할 수 다.

러한  다 드에  가해지  양극  공  주 고 극  가 주[0005]

, 주  공과 는 각각 공 수 층과  수 층  거쳐 층에  재 합하여 여 (  

한다.  여 는 닥상태  하   하는 ,   상태  과 안  가

시키  해  색 (게스트)  층( 스트)에 도핑하 도 한다.

다 드  주  슈는 , 수   안 , 러한 특  개 하  하여 다양한 도체[0006]

가 개 어 물질  사 고 다. 

그러나  합물  , 수   안  낮아 다 드, 계  등에 간 안[0007]

 사  수 없다. 

라   , 수   안  향상시킬 수 는  합물  물에 한 술개  필[0008]

하다. 

행 술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한 공개특허 10-2011-0046839 (2011  05월 06 ) [0010]

 내

해결하 는 과

본  상  문  해결하  하여 안  것 , 합물  마 크 웨   하여 직[0011]

 수  치 함   , 수   안  향상시킬 수 는 OLED 수  합물  

 층에 포함하는 계  공하는 것   한다. 

과  해결 수단

본  하  학식 1   갖는 OLED  수  합물  공한다.[0013]
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[ 학식 1][0014]

[0015]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, Ar1  Ar2는 아릴 또[0016]

는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

본   실시 에  어 ,  상  수  합물  수  치  10~90%   것  특징[0017]

한다.

또한 본  하  학식 2   갖는 수  합물;  하  학식 3   갖는 수  합[0018]

물  포함하는 OLED  물  공한다.

[ 학식 2][0019]

[0020]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, a+b+c+d=1~5 고, Ar1[0021]

 Ar2는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)
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[ 학식 3][0022]

[0023]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, a+b+c+d=6~14 고,[0024]

Ar1  Ar2는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

본  실시 에 어 , 상  학식 2   갖는 수  합물  학식 3   갖[0025]

는 수  합물  량 는 10~40:60~90  것  특징  한다.

또한 본  하  학식 1   갖는 수  합물;  하  학식 4   갖는 수  합[0026]

물  포함하는 OLED  물  공한다.

[ 학식 1][0027]

[0028]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, Ar1  Ar2는 아릴 또[0029]

는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)
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[ 학식 4][0030]

[0031]

(e  g는 독립  1 내지 4  수, f는 1 또는 2  수, Ar3  Ar4는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar3 [0032]

Ar4는 동 하거나 상 하다.)

본  실시 에 어 , 하  학식 5   갖는 수  합물  가  포함하는 것[0033]

특징  한다. 

[ 학식 5][0034]

[0035]

(m, n, p, q, r  s는 독립  1 내지 4  수 다.)[0036]

또한 본  상  OLED  수  합물  층에 포함하는 계  공한다.[0037]

 과

본  합물  마 크 웨   하여 직  수  치 함   , 수[0039]

 안  향상시킬 수 는 OLED 수  합물  공할 수 다. 

본  수  합물  다 드, 계  등  층에 어  ,[0040]

수 , 안  등  향상시킬 수 다.  

도  간단한 

도 1  본  OLED  수  합물  
1
H NMR 스 트럼  나타낸다.[0042]

 실시하  한 체  내

본  다양한 변경  가할 수 고 여러 가지 실시  가질 수 는 , 특  실시 들  시하고 상 한[0043]

에  하고  한다. 그러나 는 본  특 한 실시 태에 해 한 하 는 것  아니 , 본 

 사상  술 에 포함 는 든 변경, 균등물 내지 체물  포함하는 것  해 어야 한다. 본 

 함에 어   공지 술에 한 체   본  지  흐릴 수 다고 단 는 경

우 그 상 한  생략한다.
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본  하  학식 1   갖는 OLED  수  합물에 한 것 다. [0045]

[ 학식 1][0046]

[0047]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, Ar1  Ar2는 아릴 또[0048]

는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

상  아릴  치  또는 치  C6~C50  것  람직하고, 상  헤 아릴  치  또는 치  핵원 수[0049]

3~50개  것  람직하다. 

상  아릴   헤 아릴  수 ,  할 겐,  시아 ,  니트 ,  수산 ,  아미 ,  C1~C50  알킬 ,[0050]

C2~C50  알케닐 , C2~C50  알키닐 , C6~C50  아릴 , 핵원 수 3~50개  헤 아릴   C1~C50  알킬

시  루어진 에  택 는 하나 상  치  치  수 , 복수개  치  치 는 경우

들   동 하거나 상 할 수 다. 

상  수  합물  다 드,  계  등  층에  어  [0051]

, 수 , 안  등  향상시킬 수 다.  

상  수  합물  하  학식 6  합물  마 크 웨   하여 직  수  치[0053]

함   수 다.

 상  마 크 웨   건  하게 함 , 시간  단 시키고 수  치[0054]

 향상시킬 수 다. 

[ 학식 6][0055]

[0056]
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상  수  합물  a) D2O, 학식 6  합물, 매  원  합하여 1 물  하는[0057]

단계; 

b) 상  1 물  마 크 웨   하여 시켜 2 물  하는 단계; [0058]

c) 상  2 물  하여 학식 1  합물  수득하는 단계;  포함하는 에 하여  수 다. [0059]

상  a) 단계는 D2O 100 량 에 하여 학식 6  합물 2~20 량 , 매 0.2~2 량   원[0060]

0.2~2 량 가 사 는 것  람직하 , D2O, 학식 6  합물, 매  원  함량  상  수치

만 하는 경우 시간  단 시키고 수  치  가시킬 수 다. 

상  매 는 Pt/C, Pd/C 등  한 없  사  수 , Pd/C가 사 는 것  람직하다. [0061]

또한 상  원 는 NaBD4가 사 는 것  람직하다. [0062]

상  학식 6  합물  매는 5~15:1  량  사 는 것  람직하 , 량 가 상  수치[0063]

 만 하는 경우 시간  단 시키고 수  치  가시킬 수 다. 

상  매  원 는 30~70:30~70  량  사 는 것  람직하 , 량 가 상  수치[0064]

만 하는 경우 시간  단 시키고 수  치  가시킬 수 다. 

상  b) 단계는 80~180℃에  40 ~2시간  수행하는 것  람직하 , 도  시간[0065]

상  수치  만 하는 경우 수  치  가시킬 수 다.  

 마 크 웨    20~150W  것  람직하 , 상  수치  만 하는 경우 [0066]

시간  단 시키고 수  치  가시킬 수 다.  

또한 상  b) 단계  2  상 복함  합물  수  치  향상시킬 수 다. [0067]

상  c) 단계는 상  2 물  틸 클 라 드  물  하여 틸 클 라 드 층  리하고, 리[0068]

틸 클 라 드 층  건 하여 학식 1  합물  수득할 수 다. 

상  학식 1  수  합물  수  치  10~90%  것  람직하 , 수  치  상[0069]

 수치  만 하는 경우  , 수   안  극 할 수 다. 

또한 본  수  치  10~50%  학식 1  수  합물;  수  치  60~90%  학식[0071]

1  수  합물  포함하는 물  사 할 수 다.  상  수  치  10~50%  학식 1

수  합물  수  치  60~90%  학식 1  수  합물  량 는 10~40:60~90  것

람직하 , 상  수치  만 하는 경우  , 수   안  극 할 수 다. 

또한 본  하  학식 2   갖는 수  합물;  하  학식 3   갖는 수  합[0073]

물  포함하는 OLED  물에 한 것 다. 
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[ 학식 2][0074]

[0075]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, a+b+c+d=1~5 고, Ar1[0076]

 Ar2는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

[ 학식 3][0077]

[0078]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, a+b+c+d=6~14 고,[0079]

Ar1  Ar2는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

상  아릴  치  또는 치  C6~C50  것  람직하고, 상  헤 아릴  치  또는 치  핵원 수[0080]

3~50개  것  람직하다. 

상  아릴   헤 아릴  수 ,  할 겐,  시아 ,  니트 ,  수산 ,  아미 ,  C1~C50  알킬 ,[0081]

C2~C50  알케닐 , C2~C50  알키닐 , C6~C50  아릴 , 핵원 수 3~50개  헤 아릴   C1~C50  알킬

시  루어진 에  택 는 하나 상  치  치  수 , 복수개  치  치 는 경우

들   동 하거나 상 할 수 다. 

상  학식 2   갖는 수  합물  학식 3   갖는 수  합물  량 는[0082]

10~40:60~90  것  람직하 , 상  수치  만 하는 경우  , 수   안  극 할

수 다.  

또한 본  하  학식 1   갖는 수  합물;  하  학식 4   갖는 수  합[0084]

물  포함하는 OLED  물에 한 것 다. 
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[ 학식 1][0085]

[0086]

(a  d는 독립  1 내지 4  수 고, b  c는 독립  1 내지 3  수 고, Ar1  Ar2는 아릴 또[0087]

는 헤 아릴 고, Ar1  Ar2는 동 하거나 상 하다.)

[ 학식 4][0088]

[0089]

(e  g는 독립  1 내지 4  수, f는 1 또는 2  수, Ar3  Ar4는 아릴 또는 헤 아릴 고, Ar3 [0090]

Ar4는 동 하거나 상 하다.)

상  아릴  치  또는 치  C6~C50  것  람직하고, 상  헤 아릴  치  또는 치  핵원 수[0091]

3~50개  것  람직하다. 

상  아릴   헤 아릴  수 ,  할 겐,  시아 ,  니트 ,  수산 ,  아미 ,  C1~C50  알킬 ,[0092]

C2~C50  알케닐 , C2~C50  알키닐 , C6~C50  아릴 , 핵원 수 3~50개  헤 아릴   C1~C50  알킬

시  루어진 에  택 는 하나 상  치  치  수 , 복수개  치  치 는 경우

들   동 하거나 상 할 수 다. 

상  학식 4   갖는 수  합물  학식 1  수  합물  과 동 한  [0093]

 수 다. 

상  학식 1   갖는 수  합물  학식 4   갖는 수  합물  량 는[0094]

70~90:10~30  것  람직하 , 상  수치  만 하는 경우  , 수   안  극 할

수 다.  

본  물  하  학식 5   갖는 수  합물  가  포함할 수 다. [0096]
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[ 학식 5][0097]

[0098]

(m, n, p, q, r  s는 독립  1 내지 4  수 다.)[0099]

상  학식 5   갖는 수  합물  학식 1  수  합물  과 동 한  [0100]

 수 다. 

상  학식 1   갖는 수  합물, 학식 4   갖는 수  합물  학식 5[0101]

  갖는 수  합물  량 는 100:20~40:5~15  것  람직하 , 상  수치  만 하는 경

우  , 수   안  극 할 수 다.  

또한 본  상  OLED  수  합물 또는 OLED  물  층에 포함하는 계 에 [0103]

한 것 다. 

본  수  합물  수  물  다 드, 계  등  층에 어[0104]

 , 수 , 안  등  향상시킬 수 다. 

하 실시    통해 본  상 히 한다. 하  실시 는 본  실시  하여 시  것[0106]

 뿐, 본  내  하  실시 에 하여 한 는 것  아니다.

[실시  1] [0108]

[0109]

(Ar1  닐 고, Ar2는  다.)[0110]

D2O 20㎖에 물( 학식 6  합물) 3g, Pt/C 0.3g  NaBD4 0.3g  고 5  동안  처리[0111]

통해 합하여 1 물  하 다. 

상  1 물  마 크 웨  (100W)  하여 160℃에  1시간 시켜 2 물  하 다. [0112]

상  2 물  틸 클 라 드  물  하여 틸 클 라 드 층  리하고, 리  틸 클 라[0113]

드 층  건 하여 학식 1  합물( 수  치  72%)  수득하 다(MS[M+H]+ : 575 m/z). 

수득  합물  
1
H NMR 스 트럼  하여, 학식 1  합물  생  여  하 , 도 1  [0114]

합물  
1
H NMR 스 트럼  나타내고 다. 
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[실시  2] [0116]

[0117]

(Ar  닐 다.)[0118]

실시  1과 동 한  학식 4  합물( 수  치  64%)  하 다. [0119]

[실시  3] [0121]

[0122]

실시  1과 동 한  학식 5  합물( 수  치  68%)  하 다. [0123]

[실시  4] [0125]

80℃에   수행한 것  하고는 실시  1과 동 한  학식 1  합물( 수  치[0126]

 42%)  하 다.

[실시  5] [0128]

80℃에   수행하고, Pt/C 0.1g  NaBD4 0.1g  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한 [0129]

 학식 2  합물(a+b+c+d=1~5; 수  치  38%)  하 다.

[실시  6] [0131]

160℃에   수행하고, Pt/C 0.2g  NaBD4 0.2g  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한 [0132]

 학식 3  합물(a+b+c+d=6~14; 수  치  76%)  하 다.

[실시  7] [0134]

실시  1  합물 80 량   실시  4  합물 20 량  합하여 물  하 다. [0135]

[실시  8] [0137]

실시  1  합물 80 량   실시  2  합물 20 량  합하여 물  하 다. [0138]

[실시  9] [0140]

실시  5  합물 20 량   실시  6  합물 80 량  합하여 물  하 다. [0141]

[  1] [0143]

학식 6  합물  사 하 다. [0144]

상  실시   에  한 합물  물  하여   색  측 하고, 그 결과  하[0146]

  1에 나타내었다.

 1[0148]

(cd/A) (lm/W) 색 (x, y)

실시  1 39.4 22.1 0.3049, 0.6195

실시  2 35.7 18.2 0.3022, 0.6162

실시  3 34.0 17.4 0.3019, 0.6155
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실시  7 40.5 22.9 0.3053, 0.6201

실시  8 40.8 23.2 0.3052, 0.6199

실시  9 40.2 23.0 0.3048, 0.6204

 1 34.2 17.2 0.3015, 0.6165

상  에  알 수 듯 , 실시 는 에 하여   색 가 우수하고, 특히 실시  1, 7 내지[0150]

9는 상  특  가  우수함  할 수 다. 

도

도 1
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